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Este invento se refiere a dispositivos semiconductores y
més particularmente a placas con circuitos integfados.
' La utilizacitn muy extendida de circuitos integrados, esto
sy, un mimero de circuitos de estado s6lido formadom sobre una base de
5 material semiconductor con métodos conocidos, para producir un dispogim~
tivo conjunto de dispositivos activos y pasivos intercomectados para
efectuar una operacién funcional dada, plantea el problema de colocar
adecnadanente el cireuito integrado para los fines de produccién y co-
nexibn exterior a otros componentes o circuitos en el eguipo.
10 Un fin de este invento es un método mejorado de havcer la
conexién de un cirenito integrado y la encapsulacién del mismo.
Otro fin es provesr una placa con un circuito integrado me-
Jjorada.
. Una caracteristica de egte invento es un método de hacer

15 una, placa con un circuito integrado comprendiendo la soldadura o unién
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de otro modo de terminales de conexifn al circuito integrado, colocar
ol circuito integrado entre piezas superior e inferior qus contienen
material vitriado, sumergir el circuito integrado en un material vitreo
para cubrir el circuito integrado dejando los terminales de conexién
sin cubrir y calentar el circuito integrado y el meterial vitreo para
derretir o curar el matericl vitreo y asi proveer un circuito integra—
do completamente encapsulado homogeneo entre lag piezam. Es evidente
que este méliodo de conexidn de terminales y empaquetado podris utllis
zarge para obrog dispositivos tales como conjuntos de diodos miltiples,
diofos individuales, etc. lo mismo que para circuitos integrados.

Otra caracteristica ez una placa de circuito integrade que
cornprende un circuito integrado, terminales de conexibn gue se extien—
den desde puntos de conexibn en el circuito integrado, primero y segun-—
do mientras con el circulto integrado dispuesto entre ambos y extendién-
dose los terminales de oconexidén hacia afuera desde entremedias de diw
chos mierbros y material aislante dispuesto entre los mismos, impreg- --
do por conpleto el circuito integrado y formando una unidén sélida con
dichos primero y segundo miembros.

Las anteriores otras cavacteristicas y fines de este inven-
{0 serén wis evidentes por referencia & la siguiente descripcién dada
con relaéién a los adjuntos dibujos, en los cuales:

La fige. 1 muestrz el presente método de hacer conexiones
a un circuito integrado.

La fige 2 muestra el método de hacer las conexiones al cire
cuito integrado, segfn el invento.

La’fig. 3 es une viste superior de una placa de oi;cuito
integrado terminada.

La fig. 4 es uno vista laterzl de la placa de la fige 3

Lz figs 5 es uno seccién transversal de la placa de la fig.

3 por la linea 5-5, ¥
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La fige 6 e un bastidor de terminales de conexién que pro-
porciona conexiones para el circuito integrado.

Con referencia a la fig.1, se nuestra en la misma el pre—
sente método de mreparar un circuito integrado.

La cubierta 1, formada generalmente de un metal tal como
una aleacién de niguel, cobalito o hierro, com una placa inferior 2 de
un espesor de 3 milésimas de pulgada y de un metaul similar al de la cu—
bierta 1« Un ejemplo de aleacidn de motal adecuada para esta aplicacién
es ol material denominado "KOVARY fabricado por Carborundum Companye
Loz terminzles de interconexidn 3 que se extienden al exterior de la
cubierts 1, son generalmente alambres planos muy delgados del mismo me-—
tal y de un espesor de 4 milésimas de pulgadn. La armadura del circui-
to inbtegrado 4 se coloca dentro de la cubierta 1 y se hacen las cone—
xiones desde les plaguitas 5 del circuito integrado 4 a las conexiones
exteriores 3 por medio de slaubres de oro o aluminio 6 de 1 milésima de
pulgade que se sueldan termicamente a presién primero a las plaguitas
del circuito y después a los conexiones exteriores 3.

Las conexiones exteriores salen a través de los costados
de la cubiertz y se aislan dg la misme por medio de cuentas de cristal
T+ Se completa el conjunto con une cublertz gue no se muestra similar
a la cublerta inferior 2 y se coloca sobre la cubierta 1 y se clerra
soldandolo o por cualquier otra técnica de cierre heormético.

Con referencia a las figs. 2 a 6 inclusive, muestra en las
mismas una base de circuito integrado 4'y teminzles de cmexibn 3!
hechos de un metal similar al mostrado en la fiz.1, pero de acuerdo
con este invento,.los temainoles de comexibén 3 se unen termicamente
por compresibén o directarente se oconscian con seguridad de otro modo
a las plaquitas 5'. Los conexiones 3! forman parte del bastidor de co~
nexiones mostrado en la fig. 6 y los extremog 10 de las conexiones 3!

ge diseflan de tal modo que confrontsn con las plaguitas de conexién 5!
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del circulto integrado 4'. Los terminales pueden estar recubiertos de
otros metales, tal como aluminio, para facilitar la soldadura z lag
plaguites de conexibn. Desgpuds de gue las conexiones 3t se conectan a
las plagquitas 5!y el cirocuito integrado 4! con los teminzles de cone~

xi6n unidos ol mismo, se coloca entre las cubiertas superior e inferior

11 ¥ 12 que son lo suficientemente grandes pars cubrir el cirecuiio in- -

tegrado y la parte de los termineles préximas al mismo. Das cubiertas

11 ¥ 12 pueden hzcerse por completo de meterial vitreo de alto punto

de fusibn tal como el Corning N T052 que es un cristal duro que funde
a 7202 C. y tiene un coeficiente de dilatacibn igual al de la aleacitén
metdlica, o pueden ser de una placa delgada de aleacién metdlica simi-
lar recubierta de un materizl vitreo de alto punto de fusién 13 unido

& las mismas como se muestrs en la fig. 9; o pueden hacerse de material
cerdnico en vez de aleacién metdlica, con el material vitreo de alto
punto de fusidén unido =z las mismas.

Las cubiertas son sproximmdamente de 8 milésimas de pulgeda
de espesor y el crisizl de alto punto de fusibén se funde a un espesor
de 4 milésimas de pulgada. Despuds las cubiertas se recubren de una ca-—
pa de oristel que funde a una. temperatura de fusién del cristal baja,
tal oomo 4502 C. Bn esta forma del invento el paquete entre las placas
superior e inferior con el circuito integrado emtre las mismas, se ca=
lienta a una temperaturs suficientemonte alta para fundir el material
vitreo de bajo punto de fusidn que entonces fluye de las cublertzs su=
perior e inferior y cubre por completo el cireuito integrado 4'. S6lo
¢& necesario calentar el conjunto al punto de fusién del cristel de tem—
peratura més baja con lo que el conjunto se mide en el oristal fundid-
gue fluye por conmpleto alrededor del conjunto formando un cierre hermé-
ticos Ha de quedar entendido que pueden utilizarse otros materizles po—
ra las consxiones con tal que log oristales de confrontacién tengan los

mismos coeficientes de dilatacién.
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Un nétode alternativo eg cubrir la oubierta de oristal
"KOVAR", o cerfmica con cristal de alto punto de fusién y después cuw-
brir la cubierta con una suspensién de cristzl. La placa del circuito
integrado se coloca entonces en suspensién de cristal entre las dos cu~
biertas y se seca y la unidad completa cubierta de cristal se calienta
para curar el oristzl. Un ejemplo de esta suspensién de crisbal es una
suspensitn de ocristal de bajo tempsratura en z2gua o en un liquido com-
pacto de 1:5% de nitrocelulosa en acetato de amilo miendo la tempera~—
tura de curado de 4500 GC.

S5i los temminales de conexién y las plaquites de conexién
de las placas de circuito integrado utilizan metalizacién de aluminio,
es posible utilizar una tenperatura pera el cierre hermético de hasta
5502 C. Cuando el dispositivo de circuito imbegrado esté hecho de meta-—
lizacibn de niquel, la temperatura dicha pusfe llegar & 9002 C. Sin oo
bargo, como la temperatura de fusién del crisfal de bajo punto de fu-
sidn es 450¢ C y la temperaturs de curado de la suspensibn de cristal
es de 4502 C. no puede deteriorar al circuito integrado. Bl dispositi-
vo de circuito integrado segin el imvento puede soportar una temporatu-
ra de 4002 €. gue es mucho mayor que la norma irdusirial de 1502 C,

Si bien se han descrito los principios del imvento con re~

lacién a aparatos concrctos, ha de quedar claramente entendido, que es
ta deseripeibn se hace s6lo a modo de ejemplo y no como limitacién del
alcance del invento tzl como se exwone en log fines del mismo y en las
ad juntas reivindicaciones.

Egte invento corresponde a una 3plicitud de patente formm-
lada en Bstados Unidos el 17 de Marzo de 1965 seficlada con el Nims
440.525 y se acoge, por lo tanto, a los beneficios que otorgm los con-

venios internacionales vigentes.

Los puntos de invencién propla y nusva que se presentan pa-—
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ra que sean objeto de esta Patente de veinte afios son los siguientess

1 -Un disposifivo de placa con circuito integrado que
comprende el circuito integrado, terminzles de conexién que se extien-
den desde puntos de conexi6n en dicho circuito integrado, mismbros
primero y segundo, msdios que situen dicho circuite integrado entre
dichos miembros primero y segundo extendiendose dichos termincles de
oonexién hacia afuera de entremedias de dichos miembros primero y so-
gando y material aislante dispuesto entre dichos miembros primero y
segundo que impregna por completo dicho circuito integrado.

2 - Un dispositivo de placa con eircuito integrado que
comprendes

un conjunto de eircuito integrado con plaquitas de conexibn en el
perinetro del mismoy

terninales de conexién fijados a dichaé plaguitas ¥y que se extien-—
den hocia afuerz desde las mismesy

placas priwera y segunda}

nmaterial vitreo gue recubre por lo menos une superficie de cada
una de dichas placas primera y segundas

medios que situan dicho circuito integrado entre dichas placas pri-
mera ¥y segunda con dichas superficies recubiertos adyacentes a di~
cho circuito integra.dé;

neterial vitreo que impregne dicho circuito integrado y que forme
una unién integral con dichos recubrimientos vitreos de dichas pla-
cas primers y segunda, extendiendose dichos terminnles de conexibn
hacia afuera desde dicho circuito integrado.

3 ~ Un dispositivo de placa con circuito integrado seglin
el punto 2 en el que dichas placas primera y segunda estén recubier-
tas de une primera capa de meterial vitreo de alto punto de fusibn
azdyacente o lo superficie metdlica y um segunda capa de material vi-

treo de bajo punto de fusibén sobre dicha capae de material viireo de
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alto punio de fusidn.

4 —- Un dispositivo de placa con circuito integrado seglin
el punto 3 en el que dicho material vitreo gue impregna dicho circui-
to integrado comprende material vitreo de bajo punto de fusibn que se
funde con diches capas de material vitreo de bajo punto de fusién so-
bre dlchas placas primera y segunda para formar una mese vitrea homo—
geneg.

5 = Un dispositivo de placa con circuito integrado segln
el punto 2 en el que dichas placas primers v segunda comprenden matem
rizl magneticamente permezble.

6 - Un dispositivo de placa con circuito integrado segin
el puntec 2 en el que dichas placas primera y segunda comprenden mate—
rial cerdmico.

7 = Un dispositivo de placa con circuito imbegrado segln
el punto 2 en el qué dichas placas primera y segundz comprenden matew
rlal vitreo de alto punto de fusidne

8 ~ E1 método de fabricacién de un dispositivo de placa con
¢ircuito integrado comprendiendos

fijacibn de terminales de conexidén a dicho circuito integrados
colocacién de dicho circuito integrado entre miembros superior e
inferior que contienen matericl vitreo de bajo punte de fusidnj
caldeo del circuito integrado y de los miembros para fundir el mae
Yerial vitreo;

sumergir el olrcuito integrado en el material vitreo dejando los
terminales de conexién descubiertos;

calentar el conjunto para curar el maberial viireoc.

9 - Bl método seglin el punto 2 en el que dichos miembros
superior ¢ inferior son totalmente de mterial vitreo con un alto pun—
to de fusibn que es mds alto que el del material vitreo con bajo pun—
to de fusibn y estdn cubiertos con dicho material vitreo de bajo punto

de fusidbn. o/o-
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de fusibn.

10 - Bl método segin el punto 2 en el que dichos miembros
estdn hechos de una aleacién metdlica de niquel, cobalto y hisrro cus-
bierta con dicho materizl vitreo de bajo punto de fusidn,

11 ~ Bl método segin el punto 2 en el gue dichos miembros
son de metericl cerémico recubierto de dicho material vitreo de bajo
punto de fusibn.

12 —~ El método de fabricacifn de un dispositivo de placa
gon circuito integrado, que comprende:

soldar teminzles de conexién a dicho circuito inpegrado

colocar dicho circuito integrado enire dichos miembros superior e
inferior recubiertos con une suspensién de cristal lfquidoj
sumergir dicho circuito integrado en dicha suspensién de orimtal
liguidos

secar el conjunto sumergide y calentar dicho conjunto sumergido y
secado & una temperatura de 500¢ C. para curar el cristal.

13 ~ Dispositivo de placa con circuito integrado y método

para fabricacién del miswmo.
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Tal y como se ha descrito én la Memoria gue antecede, re-
presentado en los dibujos que se ccompatian y a los fines espeocifica—
dose

Bsta Memoriz consta de nueve hojas escritas por una sola
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